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１．概要（Summary） 

 酸化グラフェン（GO）を還元するために，真空紫外

（VUV）光還元プロセスの開発を進めてきた．1,2 本課題

では，これにより得られた VUV 酸化グラフェン還元体

（rGO）と金ナノ粒子（AuNPs）を組み合わせて，新規な

ネガティヴ光応答性 FET を作製した．その光応答性を評

価した． 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】 

 高速マスクレス露光装置，高周波伝送特性測定装置． 

【実験方法】 

当研究室で，Si基板上に rGOまたはAuNPs-rGO複

合体を作製した．その上に，ナノハブ拠点でレジストを塗

布した後に，高速マスクレス露光装置により，電極パター

ンをレジスト上に転写した．現像したサンプルの上に，当

研究室で電極を蒸着した．その後，ナノハブ拠点で

Lift-off プロセスを行い，FET を構築した．半導体パラメ

ータアナライザとマニュアルプローバーを用いて，FET の

特性を評価した．532 nm のレーザ光は励起光源として

使う（Photo technica）. 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

rGO-FET と rGO/AuNPs-FET の光応答特性を

Fig. 1に示す．rGO/AuNPs-FETは rGO-FET より

高い電気伝導率を有する．それは AuNPsの複合によ

り，rGO 面内にある分断した sp2ドメインが繋がっ

て，電気伝導性を向上させた．レーザ光の照射により，

FETの電気伝導率が下がり，ネガティヴ光応答性が現

れた．その原因は，光照射が引き起こした不純物散乱で

あると考えた．AuNPs の表面プラズモンによって，

rGO/AuNPs複合体の 532 nm付近の光吸収が向上し

た．これは，前述した電気伝導性の向上と共に，

rGO-FETの光応答性の改善に寄与する．その結果，

rGO-FET の 4.55 mA·W–1 の光応答度に対して，

rGO/AuNPs-FETの光応答度は 7.13 A·W–1に増えた．

532 nmのレーザー光を周期的に on/off して，光応答の

再現性を実証した．rGO-FET の 94 s の応答時間及び

154 sの回復時間に対して， rGO/AuNPs-FETは 58 s

の応答時間及び 84 sの回復時間を持つ．  

 

Fig. 1 Photo-response of (a) rGO-FETand (b) 
rGO/AuNPs-FET． 
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